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(54) 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치캐패시터 및 그 제조방법과 트렌치캐태시터를 갖
춘 다이나믹 랜덤에세스 메모리셀의 제조방법

요약

본 발명은 캐패시터의 면적을 감소시키지 않고 접합누설전류를 저감하기 위한 것으로, 접합누설의 근본으
로 되는 부분 아래쪽의 절연체층을 트렌치 안쪽으로 튀어 나오도록 두껍게 형성하여, 그 부분에서의 트렌
치 바깥쪽에 따른 반전을 차단하기 위한 것이다.

이를 위해 본 발명은, 기판 표면의 트랜지스터의 도전영역(18)에 연결되도록 형성된 트렌치(22)와 트렌치
(22)의 안쪽에 그 상연부가 도전영역(18)보다 아래쪽에 위치하는 개패시터전극(5), 적어도 캐패시터전극
의 상연부로 부터 도전영역(18)에 이르기까지의 부분에서 트렌치의 내경을 좁히도록 안쪽으로 튀어 나와 
두껍게 형성된 절연체층(9), 캐패시터전극(5)면을 덮는 캐패시터 절연막(10) 및, 캐패시터 절연막에 접촉
하며 트렌치를 충전하는 캐패시터전극(11, 14)을 구비하여 구성된 것을 특징으로 한다.

대표도

명세서
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[발명의 명칭]

다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터 및 그 제조 방법과 트렌치 캐패시터를 갖춘 
다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 제1실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제1단면도.

제2도는 본 발명의 제1실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제2단면도.

제3도는 본 발명의 제1실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제3단면도.

제4도는 본 발명의 제1실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제4단면도.

제5도는 본 발명의 제1실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제5단면도.

제6도는 본 발명의 제2실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제1단면도.

제7도는 본 발명의 제2실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제2단면도.

제8도는 본 발명의 제2실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제3단면도.

제9도는 본 발명의 제2실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제4단면도.

제10도는 본 발명의 제3실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제1단면도.

제11도는 본 발명의 제3실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제2단면도.

제12도는 본 발명의 제4실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제1단면도.

제13도는 본 발명의 제4실시예 방법을 공정순으로 나타낸 제2단면도.

제14도는 종래의 쉬스 플레이트형 트렌치 캐패시터의 구성을 나타낸 단면도이다.

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1---필드산화막                        2, 4, 7, 9, 12, 15,---SiO2막

3, 6, 10---SiN막                     5, 11, 14---폴리실리콘막

8, 13---레지스트                     16, 18---불순물확산층

[발명의 상세한 설명]

[산업상의 이용분야]

본 발명은 반도체장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 특히 다이나믹 핸덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트
렌치 캐패시터 및 그 제조방법과 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조방
법에 관한 것이다.

[종래의 기술 및 그 문제점]

쉬스  플레이트(Sheath-Plate)형  트렌치  캐패시터를  갖춘  DRAM의  예로서,  「TORU  KAGA,  YOSHIFUMI 
KAWAMOTO, TOKUO KURE, YOSHINOBU NAKAGOME, MASAKAZU AOKI, HIDEO SUNAMI, TOHACHI MAKINO, NAGATOSHI 
OHKI, KIYOO ITOH, Half-Vcc Sheath-Plate Capacitor DRAM Cell with Self-Aligned Buried Plate Wiring 
in IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES. VOL. 35, NO. 8, AUGUST 1988」이 있다.

제14도는 종래의 쉬스 플레이트형 트렌치 캐패시터의 단면도로서, 반도체기판(21)에서의 필드산화막(1)에 
인접하여 트렌치가 형성되어 있다.

트렌치 내벽 산화막(4)과 실리콘질화막(SiN막 ; 10), 폴리실리콘막(14), 확산층(16) 및 기판(21)을 포함
하는 영역은 게이트제어 다이오드로 되어 있고, 폴리실리콘막(14)[또는 트렌치 심부(深部)의 폴리실리콘
막(11)]에 전위를 부여함으로서 트렌치 내벽 산화막(4) 주변에 공핍층이 넓어져서 확산층(16)으로부터 트
렌치의 바깥쪽을  따라 반전층이 연속해서 형성되어 폴리실리콘막(14)과 접하는 확산층(16)과 기판간의 
접합누설전류가 커진다.

폴리실리콘막(11, 14)에 주어지는 전위의 영향을 작게 하기 위해서는 산화막(4)의 막두께를 두껍게 형성
하면 좋지만, 산화막(4)의 막두께를 두껍게 하면 용량절연막의 면적이 감소되기 때문에 트렌치 캐패시터
의 용량이 감소된다.

종래에는 트렌치내에 충전된 폴리실리콘막에 주어지는 전위의 영향으로 그 폴리실리콘막에 접하는 확산층
과 기판간의 접합누설전류가 증대된다. 이를 회피하기 위해 캐패시터의 용량을 어느 정도 감소시키게 되
지만, 트렌치 내벽 산화막의 막두께를 두껍게 형성하여 대처하고 있으므로 용량의 확대를 희생하고 있다
는 문제가 있다.

[발명의 목적]

본 발명은 상기한 사정을 고려하여 이루어진 것으로, 그 목적은 트렌치 캐패시터의 용량을 감소시키는 일
없이 접합누설전류를 저감할 수 있는 신뢰성이 높은 반도체장치 및 그 제조방법을 제공함에 있다.

[발명의 구성]

본 발명의 반도체장치는, 제1도전형의 반도체기판과, 이 반도체기판의 표면에 형성된 제2도전형의 도전영
역, 이 도전영역에 인접하여 상기 반도체 기판에 개공되는 트렌치, 이 트렌치의 안쪽에 피복되고 그 상연
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부(上緣部 ; 위쪽 가장자리 부분)가 상기 도전영역보다 아래쪽에 위치하는 제1캐패시터 전극, 적어도 상
기 제1캐패시터전극의 상연부로부터 상기 도전 영역에 이르기까지의 부분에서 트렌치의 내경을 좁히도록 
안쪽으로 튀어 나와 두껍게 형성된 절연체충, 상기 제1캐패시터전극면을 덮는 캐패시터절연막, 이 캐패시
터절연막에 접촉하며 상기 트렌치를 충전하는 제2캐패시터전극을 구비한 것을 특징으로 한다.

또, 본 발명의 반도체장치의 제조방법은, 반도체기판에 있어서 그 벽면이 가산화층(可酸化層)으로 되는 
트렌치를 형성하는 공정과, 상기 트렌치 연부(緣部 ; 가장자리 부분)부근의 얕은 부분을 제외하고 트렌치
의 내벽을 절연재료로 피복하는 공정, 상기 트렌치의 얕은 부분에 있어서 노출된 가산화층을 산화시킴으
로써 선택적으로 트렌치의 안쪽으로 튀어 나오는 두꺼운 절연체층을 형성하는 공정을 구비하여 이루어진 
것을 특징으로 한다.

[작용]

본 발명에서는, 접합누설의 근본으로 되는 부분인 제1캐패시터전극의 상연부로부터 상기 도전영역에 이르
는 위치까지의 절연체층을 트렌치 내벽을 향해 튀어 나오도록 두껍게 형성하여, 그 부분에서 트렌치의 바
깥쪽에 따른 반전이 연속하지 않도록 하고 있다.

[실시예]

이하, 도면을 참조하여 본 발명을 실시예에 의거 상세히 설명한다.

제1도 ∼ 제5도는 제1실시예를 나타내는 DRAM에서의 쉬스 플레이트형 트렌치 캐패시터의 제조방법을 공정
순으로 나타낸 단면도이다. 우선, 제1도에 나타낸 바와 같이, SiN막(3)을 마스크로 하여 필드산화막(1)에 
인접하여 실리콘기판(21)의 표면으로부터 깊이 5㎛, 구멍지름 0.5㎛의 트렌치(22)를 형성한다. 다음에는 
트렌치 내벽에 20nm의 SiO2막(4)을 고온열산화에 의해 피복한다. 그리고, 이방성 에칭기술을 이용하여 트

렌치 바닥부분의 SiO2막(4)을 선택적으로 에칭한다.

다음에는 50nm의 폴리실리콘막(5), 12nm의 SiN막(6) 및 50nm의 SiO2막(7)을 CVD법에 의해 순서대로 퇴적시

킨다. 한쪽의 캐패시터전극으로 되는 폴리실리콘막(5)은 성막시 또는 성막후에 고농도의 인을 도핑한다. 
다음에는 트렌치의 바닥으로부터 3㎛까지 매립한 레지스트(8)를 마스크로 하여 버퍼 HF 수용액에 의해 노
출되어 있는 SiO2막(7)을 박리한다.

다음에는 제2도에 나타낸 바와 같이, 레지스트(8)를 제거하고, 제1도에 나타낸 SiO2막(7)을 마스크로 하여 

노출된 SiN막(6)을 열H3PO4 수용액에 의해 박리한다. 다음에는 고온열산화에 의해 SiN막의 박리후에 노출

된 부분의 폴리실리콘막(5)을 산화시켜 재질을 바꾸어 버린다. 이로써 50nm의 SiO2막(9)이 형성된다.

다음에는 열H3PO4 수용액에 의해 나머지 SiN막(6)을 박리한다. 폴리실리콘막(5)으로의 도핑은 여기에서 행

해도 좋다. 다음에는 10nm의 SiN막(10)을 CVD법을 이용하여 퇴적시킨다. 그리고 고온열산화에 의해 SiN막
(10)의 표면을 얇게 산화시킨다. 이로써 양질의 캐패시터 절연막을 형성할 수 있다. 혹은, SiO2막(9)을 형

성한 후, SiN막(6)을 박리하지 않고 그대로 캐패시터 절연막으로 사용해도 좋다.

다음에는 400nm의 폴리실리콘막(11)을 CVD법을 이용하여 피복한다. 여기에서 폴리실리콘막(11)은 트렌치
내를 완전히 충전한 형태로 되어 다른쪽 캐패시터전극으로 된다. 또, 폴리실리콘막(11)으로의 인의 확산
을 폴리실리콘막(5)과 마찬가지로 행한다. 다음에는 트렌치 바닥으로부터 기판 표면으로 4㎛까지 폴리실
리콘막(11)이 남도록 등방성 드라이 에칭기술을 이용하여 선택적으로 폴리실리콘막을 에칭한다. 다음에는 
고온열산화로 폴리실리콘막(11)의 표면을 10nm 산화시켜 SiO2막(12)을 형성한다.

다음에는 제3도에 나타낸 바와 같이, 등방성 드라이 에칭기술을 이용하여 노출되어 있던 SiN막(10)을 선
택적으로 박리한다. 다음에는 이방성 에칭기술을 이용하여 SiO2막(9)을 폴리실리콘막(11)의 윗면에 이르기

까지 선택적으로 박리한다. 여기에서 SiO2막(12)은 SiO2막(9)과 동시에 박리된다.

다음에는 제4도에 나타낸 바와 같이, 레지스트(13)를 도포하고, 리소그래피기술을 이용하여 트렌치 부분
이 노출되도록 개공하며, 버퍼  HF 수용액을 이용하여 측벽의 산화막(4)을 박리한다.

다음에는 제5도에 나타낸 바와 같이, 레지스트(13)를 박리하고, 고농도로 도핑한 폴리실리콘막(14)을 트
렌치내에 충전시키며, 등방성 드라이 에칭 기술을 이용하여 폴리실리콘막(14)을 SiN막(3)의 하단까지 선
택적으로 박리한다. 다음에는 열산화기술을 이용하여 폴리실리콘막(14)의 윗면을 산화시켜 30nm의 SiO2막

(15)을 형성한다. 여기에서, 폴리실리콘막(14)에 도핑한 인 또는 비소를 기판방향으로 확산시켜 확산층
(16)을 형성한다. 다음에는 등방성 드라이 에칭기술을 이용하여 SiN막(3)을 선택적으로 박리한다. 그후는 
주지의 기술에 의해 DRAM의 메모리셀을 형성한다. 즉, SiO2막(15)상에 게이트전극(17)을 선택적으로 형성

하고, 한쪽 영역이 확산층(16)과 접하는 소스, 드레인영역(18)을 형성한다.

상기 실시예의 방법에 의하면, 접합누설의 근본으로 되는 폴리실리콘막(14)과 기판(21)이 확산층(16)에 
의해 연결되는 부분의 바로 아래쪽 근방, 즉 캐패시터전극으로 되는 폴리실리콘막(5)의 상연부로부터 확
산층(16)에 이르기까지의 SiO2막(9)을 트렌치 아래쪽에 이어지는 SiO2막(4)보다 두껍게 형성함으로써, 그 

부분에서 트렌치의 바깥쪽에 따른 반전층이 형성되기 어렵게 된다. 즉, 폴리실리콘막(14)(또는 11)에 주
어지는 전위의 영향으로 트렌치의 바깥쪽에 따른 반전층이 확산층(16)으로부터 연속해 버리는 것을 두껍
게 형성된 SiO2막(9)으로 방지한다. 게다가, 구조적으로는 SiO2막(9)이 두껍게 형성되어 있을 뿐이고, 그 

아래쪽의 캐패시터의 실질적인 면적은 거의 변하지 않는다. 따라서, 트렌치 캐패시터의 용량을 감소시키
지 않고 접합누설전류를 저감할 수 있게 된다.

제6도 ∼ 제9도는 제2실시예를 나타내는 DRAM에서의 쉬스 플레이트형 트렌치 캐패시터의 제조방법을 공정
순으로 나타낸 단면도이다. 동일한 부분의 부호는 제1실시예에 준한다. 제6도에 나타낸 바와 같이, 실리
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콘기판(21) 표면으로부터 깊이 5㎛의 트렌치(23)를 형성한다. 다음에는 60nm의 폴리실리콘막(5), 12nm의 
SiN막(6) 및 50nm의 SiO2막(7)을 CVD법에 의해 퇴적시킨다. 다음에는 트렌치의 바닥으로부터 3㎛까지 매립

한 레지스트(8)를 마스크로 하여 버퍼  HF 수용액에 의해 노출되어 있는 SiO2막(7)을 박리한다.

다음에는 제7도에 나타낸 바와 같이, 레지스트(8)를 제거하고, SiO2막(7)을 마스크로 하여 노출된 SiN막

(6)을 열H3PO4 수용액에 의해 박리한다. 다음에는 버퍼 HF 수용액에 의해 SiO2막(7)을 박리한다. 이 때, 

SiO2막(7)이 있던 부분에만 SiN막(6)이 잔존하고 있다. 다음에는 SiN막(6)이 없는 부분에서 노출되어 있는 

폴리실리콘막(5)을 고온열산화에 의해 산화시켜 50nm의 SiO2막(9)을 형성한다. 다음에는 열H3PO4 수용액에 

의해 SiN막(6)을 박리한다. 다음에는 고농도의 인 또는 비소를 폴리실리콘막(5)에 도핑한다. 여기에서 폴
리실리콘막(5)을 통해 기판에 인 또는 비소가 확산되어 확산층(27)을 형성한다.

다음에는 제8도에 나타낸 바와 같이, 10nm의 SiN막(10)을 CVD법을 이용하여 퇴적시킨다. 그리고 고온열산
화에 의해 SiN막(10)의 표면을 얇게 산화시킨다. 이로써 양질의 용량절연막을 형성할 수 있다. 혹은, SiO2

막(9)을 형성한 후에 SiN막(6)을 박리시키지 않고 그대로 용량절연막으로 사용해도 좋다. 다음에는 400nm
의 폴리실리콘막(11)을 감압  CVD법을 이용하여 피복한다. 여기에서 폴리실리콘막(11)은 트렌치내를 완전
히 충전한 형태로 된다. 또, 폴리실리콘막(11)으로의 인의 확산을 폴리실리콘막(5)과 마찬가지로 행한다. 
다음에는 트렌치 바닥으로부터 기판의 표면으로 4.5㎛까지폴리실리콘막(11)이 남도록 등방성 에칭기술을 
이용하여 선택적으로 폴리실리콘막을 에칭한다. 다음에는 고온열산화로 폴리실리콘막(11)의 표면을 10nm 
산화시켜 SiO2막(12)을 형성한다.

그 후는 제1실시예와 마찬가지의 프로세스로 DRAM의 메모리셀을 형성할 수 있다. 제5도에 대응한 단면구
조를 제9도에 나타낸다. 즉, 폴리실리콘막(14)의 트렌치내 충전, 폴리실리콘막(14)의 윗면의 산화(SiO2막

(15))를 행하고, SiO2막(2)상에 게이트전극(19)을 선택적으로 형성하며, 한쪽 영역이 확산층(16)과 접하는 

소스, 드레인영역(18)을 형성한다.

제10도, 제11도는 제3실시예를 나타내는 DRAM에서의 쉬스 플레이트형 트렌치 캐패시터의 제조방법을 공정
순으로 나타낸 단면도이다. 동일한 부분의 부호는 제1, 제2실시예에 준한다. 우선, 제10도에 나타낸 바와 
같이,  실리콘기판(21)의  표면으로부터  깊이  5㎛,  구멍지름  0.5㎛의  트렌치(22)를  형성한다.  다음에는 
12nm의 SiN막(6)과 50nm의 SiO2막(7)을 순서대로 CVD법을 이용하여 퇴적시킨다. 다음에는 트렌치 바닥으로

부터 3㎛까지 매립한 레지스트(8)를 마스크로 하여 버퍼 HF 수용액에 의해 SiO2막(7)을 박리한다.

다음에는 제11도에 나타낸 바와 같이, 레지스트(8)를 제거하고, 제10도에 나타낸 SiO2막(7)을 마스크로 하

여 노출된 SiN막(6)을 열H3PO4 수용액에 의해 박리한다. 다음에는 버퍼 HF 수용액에 의해 SiO2막(7)을 박

리한다. 다음에는 고온열산화에 의해 SiN막(6)의 박리후에 노출된 부분의 실리콘기판을 산화시켜 50nm의 
SiO2막(9)을 형성한다. 다음에는 열H3PO4 수용액에 의해 SiN막(6)을 박리한다. 다음에는 고농도의 인 또는 

비소를 기판에 도프하여 확산층(27)을 형성한다.

다음에는 10nm의 SiN막(10)을 CVD법을 이용하여 퇴적시키고, 고온열산화에 의해 SiN막(10)의 표면을 얇게 
산화시켜 양질의 용량절연막을 형성한다. 그 후, 상기 제9도와 같이, 제1실시예와 마찬가지의 프로세스에 
의해 DRAM의 메모리셀을 형성할 수 있다.

제12도, 제13도는 제4실시예를 나타내는 DRAM에서의 쉬스 플레이트형 트렌치 캐패시터의 제조방법을 공정
순으로  나타낸  단면도이다.  동일한  부분의  부호는  제1실시예에  준한다.  우선,  제12도에  나타낸  바와 
같이, 실리콘기판(21)의 표면으로부터 깊이 5㎛, 구멍지름 0.5㎛의 트렌치를 형성한다. 다음에는 60nm의 
폴리실리콘막(5)과 12nm의 SiN막(6)을 순서대로 CVD법을 이용하여 퇴적시킨다. 폴리실리콘막(5)에는 성막
시 또는 성막후에 고농도의 인 또는 비소를 도핑한다. 여기에서, 도핑한 인 또는 비소는 후의 열공정을 
거침으로써 기판내로 확산된다. 다음에는 고온열산화에 의해 SiN막(6)의 표면을 산화시킨다.

다음에는 400nm의 폴리실리콘막(11)을 CAD법에 의해 형성한다. 다음에는 트렌치 바닥으로부터 3㎛까지 폴
리실리콘막(11)이 남도록 등방성 드라이 에칭기술을 이용하여 선택적으로 폴리실리콘막을 에칭한다. 다음
에는 노출된 SiN막(6)을 열H3PO4 수용액에 의해 박리한다.

다음에는 제13도에 나타낸 바와 같이, SiN막(6)의 박리후에 노출된 부분의 폴리실리콘막(5)을 고온열산화
에 의해 완전히 산화시켜 SiO2막(9)을 형성한다. 이 폴리실리콘막(5)의 산화에 의해 기판의 일부를 산화시

켜도 좋다. 여기에서 폴리실리콘막(5)의 윗면이 산화되어 SiO2막(12)이 생긴다(도시하지 않음). 다음에는 

이방성 에칭기술을 이용하여 SiO2 막(9)을  폴리실리콘막(11)의  윗면까지 선택적으로 박리한다.  여기에서 

SiO2막(12)은 SiO2와 동시에 박리된다. 그 후는 제2실시예와 마찬가지의 프로세스로 DRAM의 메모리 셀을 

형성할 수 있다.

상기 제2 ∼ 제4의 각 실시예에 의하면, 제1실시예와 마찬가지의 효과를 기대할 수 있다. 즉, 트렌치 캐
패시터의 용량을 감소시키지 않고 접합누설 전류를 저감할 수 있다.

한편,  특허청구의  범위의  각  구성요건에  병기한  참조부호는  본  발명의  이해를  용이하게  하기  위한 
것으로, 본 발명의 기술적인 범위를 도면에 도시한 실시예에 한정할 의도로 병기한 것은 아니다.

[발명의 효과]

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 쉬스 플레이트형 트렌치 캐패시터구조에서, 트렌치 내벽부측의 
캐패시터전극의 상연부로부터 전송트랜지스터의 도전영역에 이르기까지의 산화막을 트렌치 안쪽을 향해 
돌출되도록 두껍게 형성하고, 그 부분에서 트렌치의 바깥쪽에 따른 반전이 일어나지 않도록 했으므로, 그 
아래쪽의 캐패시터의 실질적인 면적은 거의 변하지 않고 접합누설전류를 저감할 수 있는 반도체장치 및 
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그 제조방법을 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

반도체기판과, 상기 반도체기판에 형성된 트렌치, 상기 트렌치의 상연부에 형성된 제1도전막, 그 상연부
의 제1도전막을 제외하고 트렌치내에 피복된 산화저항을 갖는 재료 및, 상기 트렌치의 상연부의 제1도전
막을 산화함으로써 그 표면이 트렌치의 내부로 튀어 나오도록 형성된 산화막을 구비한 것을 특징으로 하
는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터.

청구항 2 

트렌치가 형성된 제1도전형의 반도체기판(21)과, 상기 반도체기판의 표면에 상기 트렌치에 인접하도록 형
성된 제2도전형의 도전영역, 상기 트렌치의 표면에 형성된 확산층(27), 상기 트렌치의 윗면에 상기 확산
층의 상연부가 인접하도록 형성되고, 상기 트렌치의 표면 외부로 튀어 나온 제1주면과, 상기 트렌치의 표
면 내부로 튀어 나온 제2주면을 갖춘 절연층(9), 상기 확산층을 피복하는 절연막 및, 상기 절연막상에 상
기 트렌치를 매립하도록 형성된 도전층을 구비하고, 상기 확산층, 상기 절연막 및 상기 도전층에 의해 개
패시터가 형성되는 것을 특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터.

청구항 3 

반도체기판에 트렌치를 형성하는 공정과, 상기 트렌치의 상연부에 제1도전막을 형성하는 공정, 그 상연부
의 제1도전막을 제외하고 트렌치내에 산화저항을 갖는 재료를 피복하는 공정 및, 상기 트렌치의 상연부의 
도전막을 산화하여 상기 트렌치의 내부로 튀어 나온 절연층을 선택적으로 형성하는 공정을 구비하여 이루
어진 것을 특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 방법.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 제1도전막을 형성하기 전에 상기 트렌치의 내주면상에 절연막을 형성하는 공정을 
더 구비하여 이루어지고, 상기 도전막이 상기 절연막상 및 상기 트렌치의 바닥부분에 형성되는 것을 특징
으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 방법.

청구항 5 

반도체기판에 트렌치를 형성하는 공정과, 상기 트렌치의 측벽면상에 도전막을 형성하는 공정, 상기 트렌
치의 상연부의 도전막의 일부를 제외하고 트렌치내에 산화저항을 갖는 재료를 피복하는 공정 및, 상기 트
렌치의 상연부의 도전막을 산화하여 트렌치의 내부로 튀어 나온 절연층을 선택적으로 형성하는 공정을 구
비하여 이루어진 것을 특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 
방법.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 도전막중 산화되지 않고 남아 있는 부분에 캐패시터 절연막을 피복하는 공정과, 상
기 트렌치를 상기 캐패시터 절연막을 피복하는 도전재료로 충전하는 공정을 더 구비하여 이루어진 것을 
특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 방법.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 트렌치의 상연부에 인접한 기판의 일부에 DRAM의 셀트랜지스터용의 도전영역을 형
성하는 공정과, 상기 절연층중 상기 트렌치의 상연부에 위치한 부분을 제거하는 공정을 더 구비하여 이루
어지고, 상기 도전막이 상기 도전영역에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 
메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 방법.

청구항 8 

제5항에 있어서, 상기 도전막을 형성하기 전에 상기 트렌치의 내부 측벽면상에 절연막을 형성하는 공정을 
더 구비하여 이루어지고, 상기 도전막이 상기 절연막상 및 상기 트렌치의 바닥부분에 형성되는 것을 특징
으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 방법.

청구항 9 

제5항에 있어서, 상기 절연층의 형성과 동시에, 상기 반도체기판의 상기 절연층의 근방에 위치한 부분을 
산화하는 공정을 더 구비하여 이루어진 것을 특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트
렌치 캐패시터의 제조 방법.

청구항 10 

반도체기판에 트렌치를 형성하는 공정과, 상기 트렌치에 도전벽을 형성하는 공정, 상기 트렌치의 상부를 
제외하고 상기 도전벽을 산화저항재료로 피복하는 공정, 상기 산화저항재료를 산화마스크로 하여 상기 도
전벽을 산화하여 상기 트렌치의 상부에 제1절연막을 형성하는 공정, 상기 도전벽의 산화되지 않은 부분으
로부터 절연분리하여 도전막을 형성하는 공정 및, 상기 도전막에 전기적으로 연결된 확산영역을 갖춘 트
랜스퍼 게이트를 형성하는 공정을 구비하여 이루어지고, 상기 도전벽의 산화되지 않은 부분이 상기 트렌
치 캐패시터의 제1전극을 구성하고, 상기 도전막이 상기 트렌치 캐패시터의 제2전극을 구성하는 것을 특
징으로 하는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 방법.

청구항 11 
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제10항에 있어서, 상기 도전막은 상기 산화저항재료에 의해 상기 도전벽의 산화되지 않은 부분으로부터 
절연분리되는 것을 특징으로 하는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 
방법.

청구항 12 

제10항에 있어서, 상기 도전벽을 산화한 후에 상기 산화저항 재료를 제거하는 공정과, 상기 도전막을 형
성하기 전에 적어도 상기 도전벽의 산화되지 않은 부분에 캐패시터 절연막을 형성하는 공정을 더 구비하
여 이루어지고, 상기 캐패시터 절연막은 상기 도전막을 상기 도전벽의 산화되지 않은 부분으로부터 절연
분리하는  것을  특징으로  하는  트렌치  캐패시터를  갖춘  다이나믹  랜덤  액세스  메모리(DRAM)셀의  제조 
방법.

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 캐패시터 절연막은 이산화실리콘(SiO2)/질화실리콘(Si3N4)으로 구성되는 것을 특징

으로 하는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 방법.

청구항 14 

제10항에 있어서, 상기 도전벽 및 상기 도전막은 각각 불순물이 도프된 폴리실리콘막인 것을 특징으로 하
는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조방법.

청구항 15 

제10항에 있어서, 상기 도전막은, 이 도전막으로부터 불순물을 바깥쪽으로 확산하여 형성한 확산층에 의
해 상기 트랜스퍼 게이트의 상기 확산영역에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 트렌치 캐패시터를 
갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 방법.

청구항 16 

제10항에 있어서, 상기 도전벽을 형성하기 전에 상기 트렌치에 의해 노출된 상기 반도체기판의 측벽에 제
2절연막을 형성하는 공정을 더 구비하여 이루어지고,

상기 도전벽이 상기 제2절연막상 및 상기 트렌치의 바닥부분의 상기 반도체기판의 표면에 형성되며,

상기 제1절연막이 상기 제2절연막 보다 두껍게 형성되는 것을 특징으로 하는 트렌치 캐피시터를 갖춘 다
이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 방법.

청구항 17 

제10항에 있어서, 상기 도전벽은 상기 트렌치에 의해 노출된 상기 반도체기판 부분에 직접 형성되는 것을 
특징으로 하는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 방법.

청구항 18 

제10항에 있어서, 도전막을 형성하는 공정이, 상기 트렌치내에 제1도전층을 형성하는 공정과, 상기 제1도
전층을 에치백하는 공정, 상기 제1절연층의 일부를 에칭하여 상기 반도체기판을 노출시키는 공정 및, 상
기 제1도전층을 상기 반도체기판의 노출된 부분에 전기적으로 연결하는 제2전도층을 형성하는 공정을 구
비하고 있는 것을 특징으로 하는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 
방법.

청구항 19 

반도체기판에 트렌치를 형성하는 공정과, 상기 트렌치에 도전벽을 형성하는 공정, 상기 도전벽에 산화저
항재료를 형성하는 공정, 상기 산화저항재료상에 도전막을 형성하는 공정, 상기 도전막을 상기 트렌치의 
높이로 에치백하는 공정, 상기 도전막의 에치백에 의해 노출된 상기 산화저항재료를 에칭하여 상기 트렌
치의 상부에서 상기 도전벽의 일부를 노출시키는 공정, 상기 도전벽의 노출된 부분을 산화하여 상기 트렌
치의 상부에 제1절연막을 형성하는 공정 및, 상기 도전막에 전기적으로 연결되는 확산영역을 갖춘 트랜스
퍼 게이트를 형성하는 공정을 구비하여 이루어지고, 상기 도전벽의 산화되지 않은 부분이 상기 트렌치 캐
패시터의 제1전극을 구성하고, 상기 도전막이 상기 트렌치 캐패시터의 제2전극을 구성하는 것을 특징으로 
하는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 방법.

청구항 20 

제19항에 있어서, 상기 도전막증 산화되지 않고 남아 있는 부분을 캐패시터 절연막으로 피복하는 공정과, 
상기 트렌치를 상기 캐패시터 절연막을 피복하는 도전재료로 충전하는 공정을 더 구비하여 이루어진 것을 
특징으로 하는 트렌치 캐패시터를 갖춘 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀의 제조 방법.

청구항 21 

반도체기판에 트렌치를 형성하는 공정과, 상기 트렌치내에 절연막을 형성하는 공정, 상기 트렌치를 마스
크층으로 충전하는 공정, 상기 트렌치의 상부에 있는 상기 마스크층 및 상기 절연막 부분을 제거하는 공
정, 상기 마스크층을 제거하는 공정 및, 남아 있는 상기 절연막을 마스크로 하여 상기 트렌치의 상부에 
있는 상기 반도체기판의 일부를 산화하여 산화층을 선택적으로 형성하는 공정을 구비하여 이루어진 것을 
특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 방법.

청구항 22 

제21항에 있어서, 남아 있는 상기 절연막을 제거함으로써 상기 트렌치내에 있는 상기 반도체기판의 일부
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를 노출시키는 공정과, 상기 트렌치의 상기 반도체기판의 노출된 표면에 확산층을 형성하는 공정을 더 구
비하여 이루어진 것을 특징으로 하는 다이나믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 
방법.

청구항 23 

제22항에 있어서, 상기 확산층을 캐패시터 절연막으로 피복하는 공정과, 상기 트렌치를 상기 캐패시터 절
연막을 피복하는 도전재료로 충전하는 공정을 더 구비하여 이루어진 것을 특징으로 하는 다이나믹 랜덤 
액세스 메모리(DRAM)셀용의 트렌치 캐패시터의 제조 방법.
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